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バイオナノプロセスフローティングゲートメモリ
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平成２３年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）実績報告書（研究実績報告書)

特別研究員奨励費

生体超分子を利用した3次元メモリデバイスの作製および評価

2. 研究機関名

4. 研 究 期 間

研　究　者　番　号

平 成 22年 度  ～  平 成 23年 度

奈良先端科学技術大学院大学
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所　 属　 部　 局 　名

Ptナノドット

研 究 代 表 者 名

Bio-LBL法

　本研究では, 高性能および高信頼性のメモリ作製を研究目的として, 積層ナノドット層が埋め込まれ
たフローティングゲートメモリ(積層ナノドット型メモリ)および薄膜トランジスタ型メモリ(TFT型メモ
リ)の作製を行った。 フェリチンに内包されている酸化コバルトから金属コバルト(Co)を形成するため

に, ゲート酸化膜にナノドットが埋め込まれたMOS構造に対して, 650oCの100 %水素雰囲気中で熱処理を
行った。その結果, ゲート酸化膜中に埋め込まれているCoナノドットが完全に還元している事が確認さ
れた。続いて, メモリ作製プロセスに関して, １つである高圧重水処理の条件を最適化する事で, 前年
度に作製した積層ナノドット型メモリよりも高性能および高信頼性のメモリを作製した。積層ナノドッ
ト型メモリの電気特性を測定した結果, ナノドットを積層させる事で, 従来のフローティングゲートメ
モリよりもはるかに低電圧である5 Vで動作するメモリを実現し,作製したメモリは 電荷を10年以上保持
する高信頼性のメモリである事も同時に確認した。
　また, 積層させるナノドットの種類を変化させ, 1層目が鉄(Fe)ナノドット, 2層目がCoナノドットで
ある積層ナノドットが埋め込まれたメモリを作製した。1層目をFeナノドット層とする事で, メモリウィ
ンドウ幅が増加している事が確認された。一方, 電荷保持特性に関して, 2層Coナノドットが埋め込まれ
たメモリよりも悪化している事が確認された。この特性の変化は, Feナノドットにおいて, 水素雰囲気
中での還元処理でFeが完全に還元せずFeナノドット中で酸化鉄とFeが混在しているためである。以上の
結果から, ナノドットの種類を変える事でメモリ特性が変化することが確認された。
　一方TFT型メモリに関して, Niフェリチンを利用して結晶化された多結晶シリコンおよびPtナノドット
を利用する事で, 従来のTFT型メモリよりも高性能で高信頼性のメモリをガラス基板上へ作製した。
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11．現在までの達成度

　下欄には、交付申請書に記載した「研究の目的」の達成度について、以下の区分により自己点検による評価を行い、

　その理由を簡潔に記述すること。また、国立情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載しないこと。

＜区分＞①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 ③やや遅れている。 ④遅れている。

（区分）

12．今後の研究の推進方策

　本研究課題の今後の推進方策について簡潔に記述すること。研究計画の変更あるいは研究を遂行する上での問題点

　があれば、その対応策なども記述すること。また、国立情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載し

　ないこと。
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IEEE Transactions on Nanotechnology
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